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Negativ-E-Beam Resists AR-N 7500

E-Beam Resists

Stand: Juli 2019

AR-N 7500 E-Beamresists fir mix & match

Hochauflésende E-Beamresists fur die Herstellung von integrierten Schaltkreisen

Charakterisierung

Eigenschaften |

- E-Beam, Tief-UV, i-line, g-fine Parameter / AR-N 7500.18 7500.08
- mittlere Empfindlichkeit Feststoffgehalt (%) 18 8
- gmr—imatch—;’:%zzzsg szscher?tlE—Beam— ;nd UV- Viskositat 25 °C (mPas) 4 5
CHCTUNEEN 3 TL=A51 MM, POSIEV 0. NEgATY Schichtdicke/4000 rpm (um) 04 0,1
durch Auswahl der Belichtungswellenldnge AUl 5 Wi 40
- hochauflésend, prozessstabil (no-CAR) ufiosung bester Wert (nm)
- plasmadtzresistent, thermisch stabil bis 120 °C Kontrast >
- Novolak, Naphthochinondiazid, organ. Vernetzer Flammpunkt (°C) 42
- Safer Solvent PGMEA Lagerung bis 6 Monate (°C) 10-18
Spinkurve Eigenschaften |l
10 Glas-Temperatur (°C) 108
Dielektrizitdtskonstante 31
08 B
Y Cauchy-Koeffizienten Ng 1,614
05 N, 1571
: ™ N, 0
o \L\xh__%_l Plasmaatzraten (nm/min) Ar-Sputtern 8
™ ARn7s0018
02 (5 Pa, 240-250 V Bias) Oy 170
Tt ———4 e C F4 40
o0 0 I 1000 I 2000 I 3000 I 4000 5000 I 6000 80 CF4 90
rpm + 16 02
Strukturauflésung Resiststrukturen
AR-N 7500.18, Zylin-
AR-N 7500.18 derreihen mit einem
8 Schichtdicke 400 nm Durchmesser von
|| Gitter mit 70 nm Stegen 500 nm

Prozessparameter Prozesschemikalien

Substrat Si 4 Wafer Haftvermittler AR 300-80 neu
Temperung 85 °C, 90 s, hot plate Entwickler AR 300-47

Belichtung ZBA 21,30 kV Verdtnner AR 300-12
Entwicklung AR 300-47,4:1,60s, 22 °C Remover AR 300-76, AR 300-73
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Prozessbedingungen

Dieses Schema zeigt ein Prozessierungsbeispiel fir die Resists AR-N 7500. Die Angaben sind Richtwerte, die
auf die eigenen spezifischen Bedingungen angepasst werden mussen. VWeitere Angaben zur Prozessierung
<, Detaillierte Hinweise zur optimalen Verarbeitung von E-Beamresists”. Empfehlungen zur Abwasserbehandlung
und allgemeine Sicherheitshinweise <= , Allgemeine Produktinformationen zu Allresist-E-Beamresists".

Beschichtung g AR-N 7500.18

4000 rpm, 60 s,
0,4 pm

Temperung (= 1 °C) SA 85 °C, 2 min hot plate oder
349942491444 T3l 85 °C, 30 min Konvektionsofen

E-Beam-Bestrahlung ZBA 21, Beschleunigungsspannung 20 kV
H Bestrahlungsdosis (EO): 180 pC/cm2

Entwicklung AR 300-47,4 : 1

(2123 °C 05 °C) Puddle 60's

Spulen DI-H,0, 30's

Nachtemperung 120 °C, 1 min hot plate oder 120 °C, 25 min Konvektionsofen
(optional) fur bessere Plasmadtzbestandigkeit

Kundenspezifische z.B. Erzeugung der Halbleitereigenschaften

Technologien

Removing AR 300-76 oder O,-Plasmaveraschung
Entwicklungsempfehlungen [ ] optimal geeignet [ geeignet
Entwickler AR 300-26 AR 300-35 AR 300-40

AR-N 7500.18; .08 1:4:1:7 4:1:1:1 300-47, 4 : 1

Verarbeitungshinweise

Die Resists sind flr die E-Beam-Bestrahlung pradestiniert, jedoch auch fiur die UV-Belichtung geeignet. Mix-&-match-
Prozesse sind bei sorgfaltiger Abstimmung beider Belichtungsmethoden maglich. Bei E-Beam-Bestrahlung arbeitet der
Resist negativ. Bei UV-Belichtung arbeitet er ebenfalls negativ, wenn die bildmaBige Belichtung bei 310 bis 365 nm erfolgt
und sich eine Flutbelichtung > 365 nm (optimal g-line) anschlief3t. Die Belichtungsdosis liegt hier bei einer Schichtdicke
von 400 nm etwa 100 mj/cm? (i-line). Durch einen zusitzlichen Temperschritt (85 °C, 2 min hot plate) nach der bildmé-
Bigen UV-Belichtung kann die Empfindlichkeit leicht erhéht werden. Eine positive Abbildung wird bei einer bildmaligen
UV-Belichtung bei 365 —450 nm ohne nachfolgende Flutbelichtung erhalten. Die Entwicklerverdiinnung sollte mit DI-
Wasser so eingestellt werden, dass die Entwicklungszeit zwischen 30 und 120 s bei 21 - 23 °C betragt.
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